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⼦密度の d バンドと、スペクトル中に広く分布する低い電⼦密度の s / p バンドが観測さ
れる[4]。電⼦エネルギーがゼロのところでは、階段状のエッジが観察される。この特徴
は他の貴⾦属の光電⼦スペクトルにも⾒られ、DOS 中の電⼦占有率を表す[4, 5]。 
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通過エネルギーをそれぞれ 0.3 mm および 10 eV に設定した。Au(110)の単結晶を試料と
し、電⼦エネルギー分布を法線⽅向で測定した。sp バンドはΓ–Κブリルアンゾーンで
はフェルミ準位と直線的に交差するので[4]、DOS がフェルミ付近でほぼ⼀定とみなすこ





























に、DOS はバンドの分散の微分 dE / dk から推定される[12]。スペクトルは DOS によっ
て規格化されるべきであるが、前述の理由から、本測定では、ベース値 B を⼀定とした。
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 .    (3) 
 
ガウス分布関数を FD 分布関数に以下のように畳み込み積分した。 
 


















  .      (5) 
 
ローレンツ分布関数をガウス分布関数と同様に FD 分布関数に畳み込み積分し、 
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4 つの変数γ、T、ΔE1、ΔE2をフィッティングパラメータとし、各変数 T、ΔE1および
ΔE2をそれぞれ 1K、0.1meV、および 0.1meV 毎に変化させて最⼩⼆乗法で計算した。 
 
 








mnT  ,      (8) 
 
ここで、n と m はそれぞれデータ数とパラメータ数である。S は、最⼩⼆乗法で計算さ
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ての最⼩⼆乗の和を表す。 S0 は、4 つのパラメータすべてが最適値で固定された最⼩⼆
乗の和である。 Δχ2 は T の関数として計算される。 
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この式における Tˆ は温度の最適値である。Δχ2 = 1 の場合、信頼度は 68.3％に及ぶ。 
液体窒素温度で測定した光電⼦スペクトルのフィッティングの結果を図 2 に⽰す。曲線は、
γ の様々な値に対する温度 T の関数としての最⼩⼆乗の和を⽰す。各曲線は、80~120K の
温度範囲における極⼩値を⽰す。最⼩⼆乗和の最⼩値を⽰す温度 T は、γ = 0.14 で 99 K で
あった。得られたフィッティング曲線を図 3 に⽰す。最適値はシリコンダイオードセンサの
値の TR = 98.5 ± 0.5 K に⾮常に良く⼀致した。また、最⼩⼆乗法によるフィッティングに
よれば、最適温度でのエネルギー分解能は ΔE1 = 68.7meV および ΔE2 = 0.9meV であった。




図 3 光電子スペクトルとフィッティング最適関数。 
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ΔE1 = 68.7 meV








寄与する 2 種類の分布は、エネルギー分解能の 2 種類の分類を⽰唆している。ガウス関
数形状の線幅は、装置関数や表⾯状態によって⽣じる場合であり、ローレンツ関数形状
の線幅は、光学的および原⼦的な広がりによって引き起こされる可能性がある。 
 より⼩さい偏差 < 1 K を得るためには、エネルギー分解能によるスペクトルの広がり
を表す関数を改善する必要であり、今後の課題である。 現在使⽤されている関数、
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